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Warszawa, 22.01.2020 r.

W zwiazku z koniecznoscig dokonania szacowania wartosci zamowienia dotyczacego
kosztow zwiazanych z aparatura naukowo-badawczg niezbedna do realizacji projektu w
ramach POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsi¢biorstw
,Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego
swiatlowodom specjalnym nowej generacji”.

Zamawiajacy:

Inphotech Sp. z o.0.
ul. Dzika 15/12
00-172 Warszawa

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o przedstawienie oferty cenowej na Modul do termiczno-
mechanicznej mikroobrébki s$wiattowodéw specjalnych i elementéw $wiattowodowych.
Zamowienie realizowane w ramach projektu ,,Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-
rozwojowego dedykowanego Swiattowodom specjalnym nowej generacji.” Koszty zwigzane z
nabyciem aparatury naukowo-badawczej opisanej ponizej, planowane sg w ramach POIR 2.1. Wsparcie
inwestycji w infrastruktur¢ B+R przedsiebiorstw.

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie i
uruchomienie Modulu do termiczno-mechanicznej mikroobrébki Swiatlowodow
specjalnych i elementow swiattowodowych.

Kody CPV:

38000000-5 — Sprzet laboratoryjny, optyczny 1 precyzyjny (z wyjatkiem szklanego)
38300000-8 — Przyrzady do pomiaru

38400000-9 — Przyrzady do badania wtasciwosci fizycznych

38500000-0 — Aparatura kontrolna i badawcza

Modut do termiczno-mechanicznej mikroobrobki $wiattowodow specjalnych i elementéw
swiattowodowych powinien umozliwia¢ przeprowadzanie kompleksowych procesow
wytwarzania, badania 1 przetwarzania specjalnych komponentéw $wiattowodowych.
Kompleksowy proces rozumie si¢ poprzez uwzglednienie operacji takich jak preparatyka
potproduktow, mikroobrobka termiczno-mechaniczna, pomiary parametrow optycznych i
geometrycznych oraz odpowiednie zabezpieczanie wykonanych elementow.

Modut powinien by¢ dostarczony i uruchomiony w siedzibie zamawiajacego w wskazanym
pomieszczeniu laboratoryjnym na terenie Polski. Modul powinien zawierac:
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1. Podzespdt do preparatyki swiattowoddw specjalnych oraz komponentéw sktadowych specjalnych
elementéow optycznych przeznaczony do pracy w laboratorium o podwyiszonej czystosci
zapewniajacy:

e mozliwos¢ ciecia i nacinania elementéw Swiattowodowych i szklanych o Srednicach w zakresie
co najmniej 0,5-50 mm z doktadnoscia wzdtuz osi elementu * 0,5 mm, z mozliwoscig
chtodzenia obszaru ciecia strumieniem cieczy oraz precyzyjnym pozycjonowaniem elementow
szklanych w ptaszczyznie XY w zakresie 20x20 cm z rozdzielczo$cig co najmniej 20 um

e mozliwos¢ przeprowadzania operacji manualnych bez koniecznosci wykorzystywania rekawic
ochronnych na specjalnych elementach swiattowodowych w obszarze co najmniej 80x60x60
cm o podwyziszonej czystosci w atmosferze gazu obojetnego (np. argon, azot) wraz
z monitorowaniem temperatury oraz wilgotnosci (rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury co
najmniej 0,1 °C, rozdzielczo$¢ pomiaru wilgotnosci co najmniej 1 %). W ramach funkcjonalnosci
powinien by¢ zapewniony podglad przeprowadzanych proceséw z powiekszeniem w zakresie
co najmniej x10-x40, wykonywanie zdje¢ izapis wideo oraz podtgczenie obrabianych
elementéw do uktadéw pomiarowych umieszczonych poza obszarem roboczym

e mozliwos¢ precyzyjnego wypetniania kapilar specjalnymi widknami $wiattowodowymi
z wykorzystaniem medium eliminujgcego sity elektrostatyczne oraz ukfadu grzewczego
przyspieszajgcego parowanie cieczy z wnetrza wypetnionych kapilar, liczba wtdkien: co
najmniej 7, minimalny luz pomiedzy srednica wewnetrzng kapilary a srednicg zewnetrzna
struktury: co najwyzej 20 um

e mozliwo$¢ zarabiania ztgcz $wiattowodowych typu FC/PC oraz FC/APC (wraz z opcjg
rozszerzenia o inne typy ztgcz) na specjalnych wtéknach swiattowodowych o sSrednicy
w zakresie co najmniej 80 — 240 um wraz z przeprowadzaniem pomiaru poziomu odbicia
w trybie online dla dtugosci fali z zakresu Ill okna telekomunikacyjnego i zakresu -50 — -20 dB

e mozliwos$¢ precyzyjnego polerowania czét specjalnych komponentéw swiattowodowych
(w tym interferometrow swiattowodowych) o zakresie sSrednic co najmniej 80 — 400 um

e mozliwos¢ szerokospektralnego pomiaru online polerowanych komponentéw dla centralnej
dtugosci fali z zakresu | okna telekomunikacyjnego, szerokos$¢ spektralna: co najmniej 30 nm,
w tym automatyczny pomiar rdéznicy drég optycznych interferometréw swiattowodowych,
zakres pomiaru réznicy drdg optycznych: co najmniej 30 — 80 um

2. Podzespotu mikroobrébki termicznej swiattowoddéw specjalnych oraz specjalnych komponentéw
Swiattowodowych:

e mozliwo$¢ przewezania kapilar o duzych $rednicach zewnetrznych (co najmniej 1 mm)
z zachowaniem symetrii osiowej elementu (stosunek osi elipsy po przewezaniu co najmniej
0,9) wraz z opracowanym procesem technologicznym przewezania dla okreslonego wymiaru
kapilary i opisem umozliwiajgcym dalszg adaptacje
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o mozliwos¢ zasklepiania kapilar wypetnionych witéknami swiattowodowymi, liczba wtdkien: co
najmniej 7, stata sieci zasklepionych struktur w zakresie: co najmniej 35 - 80 um, niskie
naprezenia zamrozone wprowadzane do zasklepionej struktury (weryfikowane poprzez
mozliwos¢ przeciecia zasklepionej struktury pod kagtem mniejszym niz 1°) wraz z opracowanym
procesem technologicznym zasklepiania dla okreslonego wymiaru struktury i opisem
umozliwiajgcym dalszg adaptacje

o mozliwos¢ przeprowadzenia co najmniej 1000 procesdw przewezania kapilar o $rednicy
zewnetrznej co najmniej 1 mm o co najmniej 35% na dtugosci co najmniej 10 mm bez
koniecznosci obstugi (takiej jak wymiana elementéw, prace serwisowe) uktadu
dostarczajgcego ciepto do obszaru obrdbki

e mozliwos¢ zabezpieczania wykonywanych komponentéw sSwiattowodowych przy pomocy
elementow szklanych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych, z wykorzystaniem klejow
utwardzanych termicznie oraz UV, a takze klejéw przeznaczonych do wysokich temperatur,
temperatura utwardzania kleju co najmniej 100 °C.

e mozliwos¢ pomiaru sity naciggu zabezpieczanych komponentéw podczas klejenia,
rozdzielczos¢ pomiarowa: co najmniej 0,05 N

e mozliwos¢ precyzyjnego pozycjonowania zabezpieczanych komponentéw, doktadnosc
pozycjonowania: co najmniej 50 um

e mozliwos¢ pomiaru online parametréw optycznych wytwarzanych komponentéw, parametry
takie jak: straty optyczne dla I, Il i lll okna telekomunikacyjnego, podziat dzielnika
Swiattowodowego, kontrast interferometru

e mozliwos¢ wprowadzania do sSwiattowodu sSwiatta widzialnego w celu jakosciowej oceny
wizualnej strat optycznych w wytwarzanych komponentach

e mozliwos¢ automatycznej charakteryzacji optycznej wykonanych komponentdéw
z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania, parametry takie jak: straty optyczne
i przestuch miedzy rdzeniami linku $wiattowodowego zawierajacego wtdkno wielordzeniowe,
liczba rdzeni: co najmniej 7, dtugos¢ fali: 1550 nm i 1310 nm; rozdzielczo$¢ pomiarow strat
optycznych: co najmniej 0,1 dB

e mozliwos¢ lokalizacji miejsc generujgcych straty optyczne w specjalnych komponentach
$wiattowodowych (m.in. Fan In/Out, Power Combiner) z rozdzielczo$cig przestrzenng co
najmniej 15 mm, zasieg pomiaru: co najmniej 2 m

e mozliwos¢ pomiaru roztozonego dwdjtomnosci specjalnych komponentéw swiattowodowych
(m. in. Fan In/Out, Power Combiner) na poziomie od 10° do 10* w rozumieniu rdznicy
efektywnego fazowego wspoétczynnika zatamania z rozdzielczos$cig przestrzenng co najmnie;j
15 mm, zasieg pomiaru: co najmniej 2 m

o dedykowane oprogramowanie sterujgce parametrami pomiaréw roztozonych zapewniajgce
mozliwos¢ kontroli: zasiegu pomiarowego, rozdzielczosci przestrzenne;j

DESIGN FUTURE WITH PHOTONICS

W MWW . I NPHOTETG CH.PL

Kontakt: inphotech@inphotech.pl | +48 22 409 91 45
Dane rejestrowe: ul. Dzika 15/12, 00-172 Warszawa | KRS: 0000348419 | REGON: 142233406 | NIP: 951 230 35 53



Fundusze Unia Europejska “
Europejskie Europejski Fundusz
el et e S MINISTERSTWO ROZWOJU Hormoi Reaonaea s

Uprzejmie prosimy o podanie calkowitego kosztu realizacji zamowienia (cena netto i
brutto PLN).

Prosimy o przesytanie szacowania warto$ci najpozniej do konca dnia 29.01.2020 r. na adres
mailowy: ofertowanie@inphotech.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rowniez
nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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